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‘ Emitrer
- 8 Basis

! Kollektor

MFarbpunktl)

Verwendungszweck: p-n-p-Flachentransistor flir NF-Vorstufenverstdrker und
Endstufen kleiner Leistung (z. B. Horgerdten) mit hcheren Werten der Strom-
verstarkung und hoheren Grenzfrequenzen.

Kenndaten:
a) Statisch (#q = 25° C)
Kollektor-Reststrom

—Ucg=5V; Je=0:])co = 20uA
— Uce=5V; Jg=0:)co = 350 uA

1) Die Transistoren werden nach der KurzschluB-Stromverstdarkung h'y
gruppiert und mit Farbpunkt gekennzeichnet:

20- - - 30 rot; 40- - - 50 gelb; 60--- 75 blau;
30--- 40 orange; 50---60grin; 75---100 violett.

Bevorzugte Lieferung bestimmter Farbgruppen ist nicht moglich.
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b) Dynamische Kenndaten
(f = 1 kHz, 84 = 25° C) Mittelwerte und Streubereiche

Basisschaltung:

Arbeitspunkt: — Ucg =35V, Jg=1mA
KurzschluB3-Eingangswiderstand h,, = 45 O
(20- - - 90)
Leerlauf-Ausgangsleitwert hey = 1,3 S
(0,5- - - 4) H
KurzschluB-Stromverstédrkung —h,, = 0,96
(0,95--- 0,99)
Leerlauf-Spannungsriickwirkung hy, = 11,2 104
(5- - 30)
Grenzfrequenz for = 300 kHz
maximale Leistungsverstdrkung Gmax = 27 dB
Rauschfaktor
(bei JE = 0,2mA; —Ucg =1V:
f — 1 kHz; Rg = 500 Q; Af = 600 Hz) F = 25 dB
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b) Dynamische Kenndaten

(f = 1 kHz, 8¢ = 25° C) Mittelwerte und Streubereiche

Emitterschaltung:

Arbeitspunkt: — Ucg =05, — Jlc= 1 mA
KurzschluB3-Eingangswiderstand h'yy, =
Leerlauf-Ausgangsleitwert hyy =
KurzschluB-Stromverstdrkung?) h'yy, =
Leerlauf-Spannungsriickwirkung h'ls —
maximale Leistungsverstdrkung Gmax =
1) 5. Seite 1
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c) Grenzwerte
Emitterstrom:

Eﬁektivwert JEmﬂx — 10 mA

Spitzenwert JEsp = 15 mA

Kollektorstrom:

Eﬁ&ktivwert — JCmux — 10 mA
Spitzenwert — Jcsp —= 15 mA

Kollektorspannung:

Effektivwert — UcBmax =15V
Spitzenwert — UcBsp = 25V
Effektivwert — UcEmax = 10V
Spitzenwert — Ucgsp =20V
Verlustleistung Nvmax = 25 mW?)
Wadarmewiderstand .
bei ruhender Luft % — 1,2 N
Sperrschichttemperatur Fjmax = 65° C
Umgebungstemperatur damax — 45° C

2} Bei hoheren Temperaturen ist die maximale Verlustieistung zu reduzieren
nach der Forme]
Pimax — Va

—= Nv max
Pt
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Kennlinienfeld in Basisschaltung
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Kennlinienfeld in Emitterschaltung
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